
GD 242 
Verwendung: Germanium-pnp-Leistungs- 
transistor für Verstärker-Endstufen und als 
Paare für im Niederfre- 
quenz-Gebiet sowie für Schalteranwendung 
bis 48 V. Zulässige Umgebungstemperatur 
#, von —25 °C bis +65°C 

Standard: TGL 200-8240 

Abmessungen: Bauform D 2, TGL 11811 

Masse ® 12g 

Zulässige Höchstwerte 

für da = 45°C 

-Ucso =50V ."Ic= 30A 
-UeBO = 20V IE = 36A 
-UCER = 48V -IB = 0,6A 

bei RıE = 502 Öj = 85°C 

-Uces = 50V da = 65°C grd 
Wärmewis O7— 

Kennwerte für 0a = 25°C —5 grd S W 

7 = _- S 

Min Typ. | Max Meßbedingungen verstärkungs- 
‘ gruppen 

Reststräme 

-Ic8o pAI1Ü{AA | -Ucs= 6V 
»ICEO 1mA| 3mA| -Uce = 6 V 
-ICEv 0,06 mA| 1mA| -Uce = 30 V, -UBE = 1 V 
-JEBO 50 pA | vA -Ues = 20 V 
-Ices | 0,5mA| 4mA | -Uce = 50 V 

UÜbergangsfrequenz 

fr 450 kHz | -UCE = 6 V, -Ic = 0,1 A 

Sättigungsspannung 

-UCEsat |0,25 V | 06 V | -+c=3A,-IB = 05 A 

Basis-Emitter-Spannung 

Ü } 035 V | 07V | -IC= 05 A, -Uce = 6 V 
+Use 0,75 V l 14V -IC = 2,0A, -Uce = 2 V 

Gleichstromverstärkung 

B |- 40 | | -Uce = 6 V, -Ic =01A 
B 20 35 -"c =2 A, -Uce = 2 V A 
B 29 55 B 
B 45 80 [ 
B 68 | D 



Min Typ l Max Meßbedingungen 

B-Abfall 

Bzo .} | ‘-lc—2A s 
Bos C | JE 
Pärchenbedingungen 

IBı | a -Ic =.0,5 A, -Uce = 6 V 
Iez } -"c=3 A, -Uce =2 V 

UBEt ‘ 1,2 IC =3A,-Uce=2V 
UBez } 

Die Schaltzeiten wurden mit folgender 
Meßschaltung ermittelt: 

Schaltzeiten: 

Typ Max 

teln | 20 us ! 40 us 

ts | 5#s 10 s 

tr Öus ‘ 12 s - ä 

Übersteuerungsfaktor m = 3 

0a7 

Bestellbeispie! für einen Transistor 
UD Transistor GD 242 D



Maximale Verlustleistung als Funktion der 2 - 
Umgebungstemperatur 0a. %'“” 

Montageart und Kühlfläche = Parameter. 1 =300 cm 
Die maximale Verlustleistung ist für den ® | 

Grenzwert von Rın = 4 grd/W ermittelt x 8 #= 200cem® - 

worden. & 
% Da K=100cm* 
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Umgebungstemperatur v% in *C — 

direkte Montage 
—— {sofjerte Montage 

K = Kühlfläche 

Mittlere Kollektor-Emitter-Spannung als 

Funktion des äußeren Basis-Emitter-Wider- 

standes da = 45°C 
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Mittleres Kennlinienfeld für da = 25°C 
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Kollektor-Basis-Reststrom als Funktion der 10* 

Sperrschichttemperatur für -Uc8 = 6 V 
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Kollektor-Emitter-Reststrom als Funktion der 
Sperrschichttemperatur für -Uce = 6 

Ausgangskennlinien: 

IC = f (-Uce) 
bei -UceE =0...2 V 

Kollektorstrom als Funktion der Basis-Emit- 
ter-Spannung 
-Ic = f (-UBe) 
da == 25°C 
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